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ДОСЛІДЖ ЕННЯХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
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Для дослідження функціонального стану зорового аналізатора, а та­
кож оцінки часу сенсохюторної реакції пацієнта використовується єлек- 
тронно-комтш'ютерна система. яка забезпечує реєстрацію 
едекгроретннограми (ЕРГ) та зорових викликаних потенціалів (ЗВП). 
При одночасній реєстрації ЕРГ і ЗВП проводиться кількісна оцінка 
швидкості проходження збудження від сітківки ока до первинних зоро­
вих центрів вимірюванням ретинокоркового часу, але при цьому вини­
кає проблема забезпечення відповідних параметрів інтерфейси, який 
вмонговується в комп'ютер типу ІВМ/АТ.

Розроблений інтерфейс використовується для перетворення аналово- 
го сигналу при багатоканальному вводі інформації в ПЕОМ з макси* 
мальною частотою перетворення 200 кГц на кожний канал. Вхідні 
мультиплексори забезпечують ввід 16 диференціальних та 32 псевдоди- 
ференціальннх каналів, а 12-бітний цифрово-аналоговий перетворювач 
має час встановлення до 20 мксек.. що значно підвищує точність 
вимірювальної системи. Для зв'язку із зовнішніми пристроями передба­
чено 8 вхідних і 8 вихідних ліній TTJI рівня, а для часового тактування 
встановлено три 16-бітний таймер з опорною частотою 1МГц, і синз- 
ронізація робочих програм забезпечується виведенням А, В. С- виходів 
лічильників на порт HFX 302Н в стандарті INTEL8088.

Отже проведення реєстрації ЕРГ. ЗВП і вимірювання часових 
інтервалів сенсомоторної реакції пацієнта при дослідження зорового 
аналізатора стало можливим при застосуванні розробленого інтерфейсу, 
що значно зменшило час проведення вимірювань і кількість артефактів 
та забезпечило необхідну точність без додаткового накладання елект­
родів.


